1B1
Síť TN


U2 = 242/420 V

Ik"= 3.26 kA




In = 35 A

ip = 4.79 kA




dU = 0.0 %





1F2
PV10 32A gG


In = 32 A

Icc = 100 kA
Připojeno pomocí OPVP10





io = 2.28 kA
Zs(5s) = 1.69 Ohm (Ia = 137 A)


1L3
AYKY 4x16


Iz = 59 A
tm = 32 ° C
(Ik"= 2.23 kA)
20 m na stěně (C)



dU = 0.0 %
I2t < k2S2
io = 2.02 kA
O.K. Zsv < Zs(5s) ( 364 mOhm < 1.69 Ohm )






Teplota okolí [st. C] : 30






Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovaných lávkách






Počet seskupených obvodů : 1






Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě


1Q4
LTE-32B


In = 32 A

Icn = 50 kA*
Ii = 144 A





io = 2.02 kA
Zs(5s) = 1.43 Ohm (Ia = 161 A)






1F2-1Q4 selektivní minimálně do 72  A


Tu niekde ešte máte nič neistiaci istič 3B/20A

1L7
CYKY 5x2,5


Iz = 24 A
tm = 50 ° C
(Ik"= 1.87 kA)
3 m na stěně (C)



dU = 0.0 %
I2t < k2S2
io = 1.90 kA
O.K. Zsv < Zs(5s) ( 426 mOhm < 1.69 Ohm )






Teplota okolí [st. C] : 30






Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovaných lávkách






Počet seskupených obvodů : 1






Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě


1Q8
LTE-13B


In = 13 A

Icn = 50 kA*
Ii = 58.50 A





io = 1.90 kA
Zs(0,4s) = 3.56 Ohm (Ia = 65 A)






1Q4-1Q8 selektivní minimálně do 123  A


1L9
CYKY 5x1,5


Iz = 17.5 A
tm = 75 ° C
Ik"= 324 A
50 m na stěně (C)



dU = 0.0 %
I2t < k2S2
ip = 468 A
O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 1.82 Ohm < 3.56 Ohm )






Teplota okolí [st. C] : 30






Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovaných lávkách






Počet seskupených obvodů : 1






Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě


1.25
Vývod


S = 0 VA

Ik"= 324 A
O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 1.82 Ohm < 3.56 Ohm )



U = 420 V (Un + 5.0%)

ip = 468 A



